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(54) Title: STACKED STRUCTURE AND PRODUCTION METHOD THEREOF 



(54) Titre : STRUCTURE EMPIL^E, ET PROC6D6 POUR LA FABRIQUER 




(57) Abstract: The invention relates 

to a method of producing a stacked 
structure. The inventive method 
comprises the following steps consisting 
in: a) using a first plate (1) which is, 
for example, made from silicon, and 
a second plate (5) which is also, for 
example, made from silicon, such that 
at least one of said first (1) and second 
(5) plates has, at least in part, a surface 
(2; 7) that cannot bond to the other 
plate; b) providing a surface layer (3; 
8), which is, for example, made from 
silicon oxide, on at least one part of the 
surface (2) of the first plate and/or the 



. , * , waung appueu uiciciu, ui iiuin a rougnness vajue 

u 2 . ' 7 ) which is greater than a pre-determined threshold. The invention also relates to a stacked structure produced usine the 
inventive method. 



(57) Abrdgd : La prdsente invention conceme on procddd de fabrication d'une structure empilde. Ce procddd comprend les dtapes 
survantes : a) on prend une premise plaque (1), par exemple en silicium, et une seconde plaque (5), par exemple elle aussi en silicium, 
telles qu'au moins une desdites premidre (1) et seconde (5) plaques prdsente, au moins en partie, une surface (2; 7) incompatible avec 
un co age sur 1 autre plaque ; b) on rdalise une couche sacrificielle (3; 8), par exemple en oxyde de silicium, sur une partie au moins 
de la surface (2) de la premidre plaque et/ou de la surface (7) de la seconde plaque (5), et c) on colle les deux plaques (1; 5) entre 
elles. Ladite incompatibilitd au collage peut par exemple rdsulter de la nature physico-chimique de cette surface ou d'un revdtement 
appliqud sur cette surface, ou rdsulter d’une rugositd (r 2 , r 7 ) supdrieure £ un seuil prdddtermind. ^invention conceme dgalement une 
structure empilde fabriqude au moyen d'un procddd selon Tinvention. 
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